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Рассмотрены технологические возможности выращивания стержней кристаллов сапфира оптического качества диаметром 12-20 мм и длиной 500-1000 мм. Исследовано влияние кристаллографического направления роста и скорости кристаллизации на оптическое качество кристаллов. 

Предложен технологический метод «холодной перетяжки» растущего кристалла на этапе затравления для улучшения его структурного совершенства. Показано, что термообработка выращенного кристалла при нейтральном химическом потенциале среды отжига позволяет разрушить оптические центры окраски и рассеивающие инофазные включения в его объёме. Установлено, что основной причиной образования центров окраски и рассеивающих центров в сапфире является анионная расстехиометрия расплава и наличие в нём сопутствующих неконтролируемых примесей.
Для получения длинномерных сапфировых стержней оптического качества предпочтительным кристаллографическим направлением роста является [
[image: image1.wmf]0

2

11

]. При выращивании стержня диаметром 14 мм толщина приповерхностного дефектного слоя не превышает 0,4 мм, а малоугловое оптическое рассеяние не более 0,01 см-1.

_1155401542.unknown

